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DHBW-MaEp EL1 Klausur 2018/12 R.Bayer MUSTERLOSUNG r1.2.0 1 Leistungs-Derating, Kiihlung 22
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DHBW Mannheim-Eppelheim - TMT17AM2 Matrikel-Nr.: | TC TA | | |
Elektronik 1 (EL1) - Klausur 2018/12 - Bayer Blatt1/9 — :
80 44 | :
|
Aufgabenblitter Anzahl - _ |
intll(l. Deckblatt 9 Lésungsbogen . D H BW | |
1 |
R!‘adr;nhaim v = 6@ 3 | | :
~ 4 [ |
| | |
o ' | |
DHBW Mannheim-Eppelheim 40 24 | | |
Elektronik 1 (EL1) | [ I
TMT17AM2 Rev. 1.2.0 Klausur 2018/12 ! | [
o |
Dozent Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer Datum  07.12.2018 28 14 | : :
Matrikelnummer auf jedem Blatt/Bogen {(Aufgaben und Lésungen) in der Kopfzeile eintragen N | : :
i I I
Studienjahrgang TMT17AM2 %) I [T I I I I I ! I T I
A ) . | 20' 40 60 80 100 120 | 140 ' 160 Lsg-Abb.
Hilfsmittel Taschenrechner, Formelsammiung 1 Blatt Zeit 60 min | |
— 5 25 T / °C 130 150 1.1
Bewertung Punktzahl 100% Erreichte Punktzahl
a) aus Afg-Abb. 1.1: 4
Datum, Signum Ergebnis
Bimax =150°C (P =0)
Aufg. | Thema Blatt a)/ b) c) d) e) _ f) z R ngaX 9 ick (150 _ 25)0C B 35 7 K/W
1 | Leistung: Derating, Kihlung 23 | 4 ///2 ol 4 4 /6 22 thJA = Pmax 3’5 W - >
i e A A ™,
2 | Z-Dicde 4-5 S /
- Fimax ~Inick _ (150-25)°C
3 | Diode: Anwendung 6 //; : ~ X /\ /\ >< . RthJC = Pmax 90 W =139 K/W
4 | BJT als Schalter 7-8 //2 /1/2 //g ///6 2 >< 24 . o : :
- b) — Kkmick sinkt ebenfalls um 20 K, also auf 5°C (die Temp.-Diffe- 2
Anh; E-Rei EC 60063 . . . .
e eihen! _— renz AG = AT bleibt bei 125 K, was einer Parallelverschiebung
Anmerkungen % des das Derating darstellenden Geradenabschnitts entspricht und
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durch das Intervall [ Hnick; Pimax bZW. Fi,u1] definiert ist)
— Die Warmewiderstiande dndern sich nicht

— weiter auf dem ndichsten Blatt —



dhbw-maep_ell 2018-12 Isg r120.doc

Leistungs-Derating, Kiihlung (fortgesetzt)

Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer

d)

vorgeg.: Ryja =35 K/W; geg: pamax =00 °C

_ lngax B ‘9Amax _ (130 - 60)K —2W
RthJA 35 K/W -

P,

zul

Rth,ges

p J RthJC ¢ RthM 1 RthH o
-0

| |
TJImax TAmax

Lsg-Abb. 1.2
vorgeg.: Ryjc =L4K/W; geg: Fpmax =60 °C

R n _ l9Jmax B l9Amax _ (130 - 60)K
_th,ges P 25 W

=28 K/'W

Rin,ges = Rihyc + Rinm + RiwH
Rihg = Rin,ges = Rinjc — Rinm
Ry = (2.8-1,4-0,2) K/W =12 K/W

abgelesen aus Afg-Abb. 1.1: /; =100 mm

abgelesen aus Afg-Abb. 1.3: a =04
vorgeg.: Ry (0) =13 K/W

R
g Ren )

Ry (0)
Ry () =a-Rypy(0)=0,4-1,3 K/'W =0,52 K/W

Rth,ges = RthJC + RthM + RthH v)=(1,4+0,2+0,52) K/'W
Rip,gos = 212 K/IW

— l9Jmax _‘9Amax _ (130_60)K —33W
Rih ges 2,2K/IW  —

P, zul
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2 Z-Diode 22
mA
50
Tj=25!’:3 (.92\’7 Csvls l C5v6
c3jv3 ] C‘NI7 c6V3
40
Sl =
. L
YA
. TR
[T TR
/1 s
10
/ 4
IZ,Test ;lj Z ™ ~
[ AV Y
° 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10V
Uzg Uzge — %
Lsg-Abb. 2.1
a) aus Afg-Abb. 2.1: Iz Tet =5SmA (Uz =Uz =2,7V) 2
Uy 10V
b) UZlIZ:():UO:lOV; Iz|w:0:ﬁ:m:4omA 6
s. Lsg-Abb. 3.1: AP=(3,2V |27 mA)
uz
iz rd
c) K o»—»—:i—@—oa Lsg-Abb. 2.2 4
R —

Uzo

— weiter auf dem ndichsten Blatt —
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2 Z-Diode (fortgesetzt)

d)

Uzap 525V

- IZ,AP 35 mA
U -U _

AUZ _ Z,AP Z,Nenn _ (5,25 4,7)V _ 15’71 19

- A[Z IZ,AP -0 35 mA

=150,0 Q2 10

2
2 Il
Pzp =17 ap - Rp +7'Vd

(10 mA)?

Py =(35mA)? -150,0 Q + 15,71Q

Pypy =183,8 mW +0,7855 mW = 184,5 mW
AP Aussteuerung

72 2
Pry = l:I%’AP +%]RV = {(35 mA)> +%} 1680 Q

[2
eff,ges
Pry =833,0 mW + 34,00 mW =867,0 mW
AP Aussteuerung
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3 Dioden: Anwendung
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I<1|—7J k2|—7j 3k, --- kn|—7j LT

Din, 4
D2n L1

D114
D214
D12, 4
D22, ,
D13,

1

»_@
&

E1 E2 E3 -—- En

Weitere Anlagenteile

Lsg-Abb. 3

(Dioden D2; realisieren die eigentliche Lampentest-Funktion; sie entkop-
peln die Leuchtmelder H; untereinander.

Dioden D1; stellen die Riickwirkungsfreiheit zu den weiteren Anlagenteilen
(Ei) her.

D1; und D2; bilden somit jeweils eine riickwirkungsfreie ODER-Funktion:
Hi = ki \'% LT; Ei= kl)
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4 BJT als Schalter 24 4 BJT als Schalter (fortgesetzt)
UBat RV (T1 leitet)
* IC 275 mA
UR UL Ig = = =2,75mA ;
| Z5r0 1w | =, € = 20E =275 mA
IF IL .
. Ig =m-Ig =2,5-2,75 mA = 6,88 mA
UCE U
Til Inpp = —BEon _ IV 500 A 1y o 21
Uy —U -
Ry = UBat ~UBEon _ (12=DV _ 1,60 kQ (mit Upy = Uy)
— I 6,88 mA
Lsg-Abb. 4
- °8 RVgy4 = 1,60 kO
a) Basis-Emitter-Ableitwiderstand RBE, s. Lsg-Abb. 4. 2
. . ¢) REL: ohmsch-induktive Last — 2
b) Ucgsa vernachldssigt — Ucgsar =0 12 beim Ausschalten (Gegeninduktionsspannung)
Last (T1 leitet) d) — s.Lsg-Abb. 4 6
Relais REL: 12 V/33W — . =] =]~=275mA: U =U =12V
Iy =Ic = Papr / Uggr =33 W/ 12V =275 mA ML e T M B T
— (in der Praxis Sicherheitszuschlige)
aus Afg-Tab. 4 mit T1 = ...-25 (Current Group) u. dem nichst-

— ,,Einschalten” von FD: Spannungsiiberh6hung up(0+) =2,5V

1 Wert fiir Ic = 300 mA: B, =100
gelegenen wert ut fc MA- Bmin = 1VY UCEmax = UCE (04) = Upgy +up(0+) = (12+2,5)V =145V

RBE (T1 sperrt; I} = 0; Icpo = Irsg in Lsg-Abb. 4)
Ieno: maBgebend ist Jymax; aus Afg-Abb. 4.2 liest man ab (Kurve e) Wesentliche Verldngerung der Abfallzeit von REL 2
»Maximum®): /cgo, max =500 nA

02V 02V

= =400 kQ
ICBO,max 500 nA

Si-Transistor: RBE ., =

RBEE24 =360 kQ2 )
Probe obere Tolerangrenze:1,05-360 kQ =387 kQ < 400 kQ




